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РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ IGBT МОДУЛЕЙ 
М  ТКИ   2 - 50 - 06      М2ТКИ-50-06 
М  ТКИ    - 2400 - 12 - 2 К    МТКИ-2400-12-2К 
М  ТКИ    - 1200 - 33  Н Т   МТКИ-1200-33НТ 
М 2 ТКИ  Е  - 100 - 12  Ч    М2ТКИЕ-100-12Ч 
М  ТКИ  Д 2 - 50 - 12     Д МТКИД2-50-12Д 
М 2 ТКИ    - 75 - 17   В   М2ТКИ-75-17В 
              
              

М             модуль 
 знака нет            одноключевой 
 2            двухключевой (полумост) 
 Д            чоппер с диодом со стороны коллектора 

  ТКИ           транзистор кремниевый биполярный с 
изолированным затвором 

   Е          модуль по схеме с общим эмиттером 
    Д         чоппер с диодом со стороны эмиттера 
     2,3        модификация модуля 
      50       постоянный ток коллектора, в амперах 

       12      напряжение коллектор-эмиттер, в 
вольтах/100 

        1,2,3,...     конструктивное исполнение 
 

  

 

     знака нет  

 

 

модуль на основе IGBT со стандартным 
сочетанием параметров (NPT-технология), 
оптимизирован для работы на средних 
частотах коммутации 

         К    модуль на основе IGBT с вертикальным 
каналом (Trench Gate технология) 

   
 

     КН  
 

 
модуль на основе IGBT с вертикальным 
каналом (Trench Gate технология IV 
поколения) 

   

 

     Ч  

 

 

модуль на основе IGBT с низкими 
динамическими потерями мощности (NPT-
технология), оптимизирован для работы на 
высоких частотах коммутации 

   
 

     ЧШ  
 

 
модуль на основе IGBT с низкими 
динамическими потерями мощности (NPT-
технология) и диодов Шоттки 

   
 

      Т 
 

 
модуль с повышенной устойчивостью к 
термоциклам, оптимизирован для работы в 
тяговом приводе 

   
 

       В  
модуль с повышенным напряжением 
изоляции между основанием и внешними 
выводами 

            Д модуль с усиленным диодом чоппера 
 

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ 
М  1 Д 1  - 400  - 40   М1Д1-400-40 
М  2 Д  А - 160  - 32   М2ДА-160-32 
М   ДД  К - 160  - 16   МДДК-160-16 
М  6 Д   - 200  - 12   М6Д-200-12 
М  1 ДЧ   - 250  - 28  - 4 М1ДЧ-250-28-4 
М   ДЧДЧ   - 160  - 14  - 1 МДЧДЧ-160-14-1 
М  2 ДЧ   - 40  - 16  - 7 М2ДЧ-40-16-7 
М П  Д   - 63 Х - 16   МПД-63Х-16 
М   ДЧ   -60  -06 Ш  МДЧ-60-06Ш 
            
            

М           модуль 

 знака 
нет          беспотенциальный 

 П          потенциальный (основание гальванически соединено с одним из выводов 
модуля) 

  
 

Д        одиночный диод 
  ДД        два диода низкочастотных 
  ДЧДЧ        два диода быстровосстанавливающихся 
  1         одиночный диод 
  2         два диода 
  4         четыре диода (однофазный мост) 
  6         шесть диодов (трехфазный мост) 
   Д        диод низкочастотный 
   ДЧ        диод быстровосстанавливающийся 
    1,2,…       модификация модуля 
     А      схема с общим анодом 
     К      схема с общим катодом 
      50     максимально допустимый средний прямой ток, в амперах 
       Х    знак обратной полярности 
        12   класс по повторяющемуся импульсному напряжению, в вольтах/100 
         Ш  диод Шоттки 

          3 группа по времени обратного восстановления (для модулей 
быстровосстанавливающихся) 
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РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ МОДУЛЕЙ 
ТИРИСТОРНЫХ, ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫХ, ОПТОТИРИСТОРНЫХ 

И СИМИСТОРНЫХ 
М 1 Т 1  - 630 - 28    М1Т1-630-28 
М  ТТ  А - 160 - 32    МТТА-160-16-62 
М 4 ДТ   - 160 - 14 - 7 4  М4ДТ-160-14-74 
М 1 ТБИ 2  - 500 - 20 - 7 3 2 М1ТБИ2-500-20-732 
М 2 ТОТО   - 80 - 12 - 3 3  М2ТОТО-80-12-33 
М 1 ТС   - 400 - 12 - 6   М1ТС-400-12-6 
           
           

М          модуль 
 

знака 
нет 

ТТ        два тиристора низкочастотных 
 ТД        тиристор низкочастотный и диод 
 ДТ        диод и тиристор низкочастотный 
 ТБТБ        два тиристора быстродействующих 
 ТБДЧ        тиристор быстродействующий и диод 
 ДЧТБ        диод и тиристор быстродействующий 
 ТБИДЧ        тиристор быстродействующий частотно-импульсный и диод 
 ДЧТБИ        диод и тиристор быстродействующий частотно-импульсный 
 

1 

Т        одиночный тиристор низкочастотный 
 ТБ        одиночный тиристор быстродействующий 
 ТБИ        одиночный тиристор быстродействующий частотно-импульсный 
 ТС        одиночный симистор 
 

2 

Т        два тиристора низкочастотных 
 ТБ        два тиристора быстродействующих 
 ТБИ        два тиристора быстродействующих частотно-импульсных 
 ТОТО        два оптотиристора 
 

4 
Т        четыре тиристора низкочастотных 

 ТД        два тиристора низкочастотных и два диода 
 ДТ        два диода и два тиристора низкочастотных 
 

6 
Т        шесть тиристоров низкочастотных 

 ТД        три тиристора низкочастотных и три диода 
 ДТ        три диода и три тиристора низкочастотных 
   1,2,…       модификация модуля 
    знака нет      полумост 
    А      схема с общим анодом 
    К      схема с общим катодом 

     50     максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, в 
амперах 

      12    класс по повторяющемуся импульсному напряжению, в вольтах/100 

       7   группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом 
состоянии 

        3  группа по времени выключения 
         2 группа по времени включения (для модулей быстродействующих) 

 
РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТИРИСТОРОВ 

Т ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
           
          буква Т обозначает "тиристор" 
          буквы, обозначающие подвид тиристора: 

Ф – фототиристор, 
Б – быстродействующий, 
БИ - быстродействующий частотно-импульсный, 
С – симметричный, 
А – асимметричный, 
Л – лавинный, 
И – для импульсных применений 
О – оптотиристоры 

          порядковый номер модификации конструкции 
          обозначение модификации по размеру шестигранника для штыревых тиристоров или по диаметру 

корпуса для таблеточных тиристоров 
          обозначение конструктивного исполнения корпуса 
          максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии, максимально допустимый 

действующий ток для симметричных тиристоров, максимально допустимый импульсный ток для 
импульсных приборов (А) 

          класс по повторяющемуся напряжению 
          группа по (dvD/dt)crit 
          группа по tq 
          группа по tgt (для ТБ и ТБИ) 
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РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИОДОВ 
Д ■ ■ ■ ■ ■ Х ■ ■  

          
         буква Д обозначает "диод" 
         буквы, обозначающие подвид диода: 

Л – лавинный диод 
Ч – быстровосстанавливающийся диод 

         порядковый номер модификации конструкции 
         обозначение модификации по размеру шестигранника для штыревых диодов или по диаметру корпуса для 

таблеточных диодов 
         обозначение конструктивного исполнения корпуса 
         максимально допустимый средний прямой ток (А) 
         Х – знак обратной полярности 
         класс по повторяющемуся напряжению 
         группа по trr (для ДЧ) 

 
РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРИБОРОВ ШТЫРЕВОГО И ТАБЛЕТОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
О 3 7 1 -80 -В 2  

       Воздушный охладитель 
       Порядковый номер модификации конструкции охладителя 
       Обозначение модификации: 

-для штыревых по диаметру отверстия под монтажный винт 
-для таблеточных по диаметру контактной поверхности 
охладителя 

       Порядковый номер модификации конструкции охладителя 
для приборов: 
1 – штыревого исполнения 
2 – таблеточного исполнения при одностороннем охлаждении 
3 – таблеточного исполнения при двухстороннем охлаждении 

       Длина охладителя 
       Климатическое исполнение 
       Категория размещения 

 
РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВОДЯНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРИБОРОВ ШТЫРЕВОГО И ТАБЛЕТОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ОМ 101  

  Медный водяной охладитель 
  Конструктивное исполнение 

 
РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОХЛАДИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДУЛЕЙ 

О 4 6 УХЛ 4  
     О – воздушный охладитель 

ОВ – водяной охладитель 
     Конструктивное исполнение 
     Модификация 
     Климатическое исполнение 
     Категория размещения 
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